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Die folgenden Angafoen sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gesteltt 

(3) Verdrahtungsteil und Leiterrahmen mitdem Verdrahtungsteil 

@ Es wird ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektro 
denabschnitt (4), der mit einer an einer Oberflache eines 
Halbleiterelements (8) ausgebildeten Elektrode elektrisch 
verbunden ist, einem zweiten Elektrodenabschnitt 15), der 
mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elek- 
trode elektrisch verbunden ist, und einem Verdrahtungs- 
abschnitt (2) geschaffen, der den ersten Elektrodenab- 
schnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) ver- 
bindet. Der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elek- 
trodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt (2) 
sind aus einem plattenfdrmigen leitenden Korper (1) aus- 
gebildet, wobei die Oicke des Verdrahtungsabschnitts {2) 
nicht groSer ais die Halfte der Dicke des ersten Elektro- 
denabschnitts (4) oder des zweiten Elektrodenabschnitts 
(5) ausgefuhrt ist. Eine Feinverdrahtung kann dadurch er- 

■ reicht werden, indem der Leiter als Verdrahtungsteil zur 
, elektrischen Verbindung der Halbleiterelementelektroden 

■ (9) mit den Aufcenelektroden der Halbleitervorrichtung 
nicht grofter als die Halfte der erforderlichen Dicke des 
Leiterrahmenmaterials ausgefuhrt wird. 
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Bcschrcibung 

Die Eriinduni: bcmlTi cin Vcrdraht.ungstcil zur Vcrwcn- 
dung hci einer Halhlcitcrvorrichlung und einen Teiierrah- 
nicn mil deni Vcrdrahtungsteil. 5 

In letzier Zcil isi ini Zusammcnhang mil. dcr hdheren In- 
tegration und dcr hohcrcn Dichtc von HaJblcitcrvorrichtun- 
gen die Anzahl dcr Eingabe-/Ausgabcanschlussc von Halb- 
leiicrclementen angesiiegen und die Unicrtcilungsbreiie der 
Anschiusse cngcr geworden. 10 

Die GroRe und die Untcncilungsbreiie von Halblcirerele- 
[nentelektroden. die an den Oberflachen von cine Halbleiter- 
vorrichtung bildenden Halbleilerclementen vorgesehen 
sind, untcrschcidcn sich von denen der AuBeneieklroden, 
die bcispielsweise auf der auBcren Oberflache der HaJbtci- 15 
tervornchiung vorgesehen sind. Deshalb ist zur elektrischen 
Verbindung der Haibleiiereicrncntelekiroden und dcr Au- 
Beneieklroden dcr IlaJblcitcrvorrichlung cin Vcrdrahtungs- 
teil erfordcriich. 

A Is Verdrahtungsteil ist. ein Leiterrahmen oder eine ge- 20 
druckte Leiterplaue verwendei worden. Die Verdrahiung 
mil einem Leiterrahmen kann als eine Einschiclu.verdrah- 
tung zur Verbindung erster Elektrodenabschnitte, die mil 
den aut den Oberflachen der HaJbleiierelemente vorgesche- 
nen Halbleiiereiemenlelekuroden uber Metdlldrahic oder 25 
dergleichen elektrisch verbunden sind, mil zweiten Elektro- 
denabschniuen definiert werden, bci denen es sich urn die 
AuBeneieklroden der Halbleitervorrichtung handelt. Dem- 
gcgenuber kann die Verdrahiung mil. eincr Leiierplatle als 
eine Mehrschicht.vcrdrahtung zur elektrischen Verbindung 30 
der ersien Eiektrodenabschnitte, die mil den Halbleiterele- 
memelektroden uber Meialldrahte oder dergleichen elek- 
trisch verbunden sind, mil den zweiten Eleklrodenabschnii- 
ten, bei denen es sich um die AuBenclektroden der Halblei- 
tervorrichtung handeli, unter Verwendung von auf den 35 
Oberflachen von zumindesi zwei Schichlen einer doppelsei- 
tigen Plane oder einer Mehrschichtplaite vorgesehenen lei- 
tenden Verdrahtungen und auBerdem cines Durchgangs- 
lochs definien. werden, das die bei den unierschiedlichen 
Schichien ausgebildeien leitenden Verdrahtungen elckirisch 40 
verbindet. 

Fig. 22 zeigt eine Schnittansicht einer Halbleiiervorrich- 
rung, bei der eine bei spiels weise in der japan ischen OrYenle- 
gungsschrift 79 652/1982 olTenbarien herkommliche Leuer- 
p la tie angewcndei ist.. In dicser Darsiellung bezeichnet die 45 
Bezugszahi 8 ein Halbleiterclemeni, 9 eine an der Oberfia- 
che des Halbleiterelements ausgebildeie Halbleiierelcmeni- 
elektrode, 10 eine gedruckie Leiterplaue, an deren Oberfla- 
che das Halbleiierelement 8 angebracht ist, 11 eine an der 
Oberflache der gcdruckten Leiterplaue 10 ausgebildeie lei- 50 
tende Verdrahiung. 12 einen Metalldraht, 13 ein Durch- 
gangsloch, 14 einen an der riickwartigen Oberflache der ge- 
druckten Leiierplatle 10 ausgebildeien AuBenanschluB und 
15 ein VerguBharz. Bei der mil Harz vergossenen Hal blei ter- 
vornchiung, bei der das Halbleiierelement 8 an der gedruck- 55 
ten Leiterplaue 10 angebracht ist und mil dem VerguBharz 
15 vergossen bzw. abgedichtet ist, ist die an der Oberflache 
des Halbleiterelemenis 8 ausgebildeie Halbleiterelement- 
elekirode 9 uber den Metalldraht. 12 mil einem Ende der an 
der oberen Oberflache der gedruckten Leiterplaue 10 vorge- 60 
sehenen leitenden Verdrahiung 11 elektrisch verbunden, wo- 
bei das eine Ende in dcr Nahe des Halbleiterelements 8 an- 
geordnet i si. Das andere Ende der leitenden Verdrahiung 11 
ist uber das Durchgangsloch 13 mil dem an der riickwarti- 
gen Oberflache dcr gcdruckten Leiterplaue 10 ausgebildeien 65 
AuBenanschluB 14 verbunden. 

Fig. 23 zeigt cine Schnittansichi einer Haibleitervorrich- 
tung, bei der eine in der japanischen Offenlegungsschrifl 
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258 048/1 98S olTenbarte andere herkommliche Leiierplatle 
angewendet ist. Bei der Darstcllung bezeichnet. die Bezucs- 
zahl 8 ein Halbleiterelcmeni. 9 eine an der Oberflache dem 
Halbleiterelements ausgchildeic Halbieiierelemeniclckirodc 
und 16 eine gedruckie Mchrschichl-Lciicrpiane dar, an de- 
ren Oberflache das Halbleiierelement 8 angebracht ist. Die 
Bezugszahi 11 bezeichnet cine an dcr Oberflachc der ge- 
druckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildeie Iciicndc 
Verdrahiung, 17 eine in den innercn Schichien der gedruck- 
ten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildeie interne Ver- 
drahiung, 18 ein Blindioch zur elektrischen Verbindung al- 
ler Schichien dcr gedruckten Mehrschichi-Leiterplatte 16, 
14 einen an der riickwartigen Oberflache der gedruckten 
Mehrschichi-LeiierplaMe 16 ausgebildeien extemen An- 
schluB, 19 ein Band (TAB -Band bzw. TAB-Film) mil einem 
Verdrahtungs muster zur elektrischen Verbindung der Halb- 
leiterelementclektrode 9 mil der an der Oberflache der ge- 
druckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildeien leiten- 
den Verdrahiung 11 und 15 ein VerguBharz dar. Bei der mil 
Harz vergossenen Halbleitervorrichtung. bei der das Halb- 
leiierelement 8 an der gcdruckten Mehrschicht-Leiterplatte 
16 angebracht ist und mil dem VerguBharz 15 vergossen isu 
sind die Halbleiterelementelektrode 9 und die an der Ober- 
flache der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebil- 
deie leiiende Verdrahiung 11 iiiileinander mi Lie Is des TAB- 
Bands 19 elektrisch verbunden. AuBerdem ist die leitende 
Verdrahiung II uber das Blindioch 18 und der iniemen Ver- 
drahiung 17 mil dem an der riickwartigen Oberflache der ge- 
druckten Mehrschicht-Lciterplatie 16 ausgebildeien AuBen- 
anschluB 14 verbunden. Bei der in der japanischen OfTenle- 
gungsschrift 258 048/1988 offenbarten Halbleitervorrich- 
tung kann ein Halbleiierelement mil mehr Anschlussen als 
das in der japanischen Offenlegungsschrifl 79 652/1 982 of- 
fenbarte Halbleiierelement 8 angebracht werden, da bei dic- 
ser das gedruckte Mehrschicht-LeiterplaUe 16 mit der inter- 
nen Verdrahtung 17 und dem Blindioch 18 sowie das TAB- 
Band 19 angewandi wird. 

Wenn als Verdrahtungsteil zur elekirischen Verbindung 
der Eiektroden an den Oberflachen der Haibteiterelemente 
mit den AuBeneieklroden der Halbleiiervorrichiung eine 
Leiterplaue verwendet wird, wird eine Kupferfolie mit eincr 
Dicke von 25 um bis 75 um bei den Verdrahtungsteilen ver- 
wendet; wodurch ermoglicht wird, eine Verdrahtungs unier- 
teilungsbreiie von 50 um bis 150 pm auszubilden. Zusatz- 
lich sind die AuBeneieklroden einer Halbleitervorrichtung 
mit einem groBen Verdrahtungsabstand aufgrund der Aus- 
bildung eines Lotanschlusses (eine Lotwdlbung) oder der- 
gleichen an der Oberflache ausgebildet, die der Oberflache 
gegenuberliegend angeordnet ist, an der die Halbleiterele- 
mente angebracht sind, damit die GroBe Halbleitervorrich- 
tung verringert werden kann. 

Fig. 24 zeigt eine Schnitiansicht einer Halbleitervorrich- 
tung, die einen herkommlichen Leiterrahmen anwendet. Bei 
dieser Darsiellung bezeichnet die Bezugszahi 8 ein Halblei- 
terelement, 9 eine an der Oberflache des Halbleiterelements 
ausgebildeie Halbleiterelementelektrode, 20 an Befesii- 
gungsplattchen, an den das Halbleiierelement angebracht 
ist. 21 ein Befestigungsharz bzw. einen Kleber. der das 
Halbleiierelement an das Befestigungsplattchen 20 klebl, 4 
einen ersien Eleklrodenabschnitt des Leiterrahmens, 5 einen 
zweiten Eleklrodenabschnitt 5 des Leiterrahmens, 12 einen 
diinnen Metalldraht zur elektrischen Verbindung der Halb- 
leiterelementelektrode 9 mil dem ersien Elektrodenabschniit 
4, 15 ein die Halbleiierelemenie abdichtendes VerguBharz, 
22 cine cxLcrnc Schaltung und 23 cine an dcr cxtcrncn 
Schaltung ausgebildeie Elektrode, die an den zweiien Elek- 
trodenabschniit 5 durch Lotzinn 25 oder dergleichen gelotet 
ist. 
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Im#. 25 zeigi ein Schniuansichi eincs Lei icrrah mens zur 
Beschrcibung des Hcrstcllungsvcrfahrcns des Lciicrrah- 
niens (lurch cinen he rkomm lichen Atzvorgang. Bei dieser 
Darsiellung bezeichnet die Bezugszahl 1 eine leiiende Me- 
lallplalic t'cin Leiierrahmenmaicrial) mil einer Dickc von 
125 bis 200 pm und 3 eine Aizmaske mit eincm vorbe- 
stiinmten Musier. wobei dasselbc Musicr auf beiden Ober- 
lliichen dcr leitenden MeLaUplanc 1 ausgebiidet sind. Die 
Bezugszahl 2 bezeichnei cinen Verdrahtungsabschniu des 
Lcitcrrahmcns. dcr durch Atzen der leiicnden Metallplatte 1 
von beiden Oberflachen erzeugt wird, damil ein nichi. von 
der Aizmaske bedecki.er Abschniu durchdrungen wird. Da 
der herkonimliche Leiterrahmen auf dicse Wcise hergestellt 
wird, wenn die Ieitende Metallplatte 1 mil einer Dickc von 
125 um bis 200 pin verwendet wird, mu8 der Absiand zwi- 
schen benachbartcn Verdrahtungsabschniuen 2 ctwa so groB 
wic die Dicke der leitenden Meiallplaire 1 scin. AuBerdem 
lag zur Gewahrlcistung des Atzvorgangs die mininialc Un- 
terteilungsbreite (pilch) des Leiterrahmens in einem Bereich 
von 210 urn bis 250 urn. was etwa doppelt. so groB wic die 
Dicke dcr leiiendcn Metallplatte 1 ist. 

Zur Verkleinerung der Unterteilungsbreite des herkomm- 
lichen Leiterrahmens sind bei Definition des mil einer Halb- 
leiterelementelekirode durch Drahtbonden verbundenen 
AbschniiUi des Lei terrain nens als ein erster Elektrode nab- 
schnirt und des an eine exteme Schaltung geloteten Ab- 
schnitts als ein zweiter Elektrodenabschnitt VerTahren zur 
Verringcrung der Dicke des ersLen Elektrodenabschnitis 
durch Alzen und darauftblgendes Verkleinern des Verdrah- 
tungsabstands in den japanischen Offenlegungsschriften 
45 967/1990 und 335 804/1995 offenban. Fig. 26 zeigi den 
Vorgang zur Herstellung des Leiterrahmens, die in der japa- 
nischen Offenlegungsschrift 335 804/1995 offenban ist. Bei 
dieser Darsiellung stellt die Bezugszahl 1 ein ieitende Me- 
tallplatte, bei der es sich um ein Leiterrahmenmaterial han- 
delu 3a und 3b Alzmasken und 4 den ersten Elektrodenab- 
schnitt 4 dar. Die an einer Oberflache der leitenden Metall- 
platte 1 ausgebildete Aizmaske 3b weist eine Offnung zur 
Ausbildung des ersten Elektrodenabschnitts 4 auf, wobei die 
an der anderen Oberflache der leiiendcn Metallplatte 1 aus- 
gebildete Atzmaske3b eine Offnung zuni Atzen der anderen 
Oberflache aufweisu um diese vollsuindig eben aus zubil- 
den. Die Bezugszahl 23 stellt eine Aussparung, die, um 
diese eben auszubilden. durch die Atzmaske 3a geatzt 
wurde, und 24 eine Atzwiderstandsschicht dar. Zunachst 
werden die Atzmasken 3a und 3b an den Oberflachen der 
leitenden Metallplatte 1 ausgebiidet (Fig. 26(a)), wobei der 
Atzvorgang an beiden Oberflachen gestartet wird und zeit- 
weilig ausgesetzt wird, wenn die Tiefe der Aussparung 23 
zwei Drktel der Dicke der leitenden Metallplatte 1 erreicht 
(Fig. 26(b)). Die Atzwiderstandsschicht 24 ist an der Seite 
der leitenden Metallplatte 1 mi t der Aussparung 23 ausge- 
biidet, wodurch verhindert wird, daB der Atzvorgang weiter 
voranschreitet (Fig. 26(c)). Dann wird der Atzvorgang an 
der Seite der leitenden MeLallplatte 1 mit der Offnung zur 
Ausbildung des ersten Elektrodenabschnitts 4 fortgesetzu 
bis das Atzen die Atzwiderstandsschicht 24 zur Ausbildung 
des ersten Elektrodenabschnitts 4 erreicht (Fig. 26(d)). 
SchlieBlich werden die Atzwiderstandsschicht 24 und die 
Atzmasken 3a und 3b entfernt, wodurch der Leiterrahmen 
fertiggesteUt wird (Fig. 26(e)). Fig. 27 zeigt eine Schnittan- 
sicht. des auf diese Weise ausgebildeten Leiterrahmens. 
Wenn die Dicke T der leitenden Metallplatte 1 150 um be- 
tragt, wird die Dicke T2 des ersten Elektrodenabschnitts 4 
des Lcitcrs 50 pm, was cine Verkleinerung dcr Lciicrunicr- 
teilungsbreite ennoglicht. Die Bezugszahl stellt einen zwei- 
ten Elektrodenabschnitt dar, bei dem es sich um die AuBen- 
elektrode der Halbleitervomchtung handelt, und 20 ein Be- 



fesiigungsplalichcn. an das ein Ilalbleiterclement angc- 
brachi ist. 

In den japanischen OlTenlcgungssehrificn 216 524/1987 
und 232305/1994 sind Vcrfahren zur Verringcrung dcr 
5 Dickc des Lcitcrs durch Ausbildung dcr Atzmasken 3 ab- 
wcchselnd auf beiden Oberflachen der leiiendcn Metal 1- 
platic I, bei dcr cs sich um Lei terrahn ten material handelt 
und zur Verkleinerung dcr Leitcruntertcilungsbreitc durch 
Vorschen des Lciiers auf beiden Seiten. wie in Fig. 28 ge- 
10 yxrigi. Jedoch weisi ein dcranig dunncr ausgeflihrtcr Lciter 
den Nachtcil auf, daB, da gcaizte Oberflachen abwechsclnd 
treilicgen. falls diese als Elektrode zur Vcrbindung minds 
Drahtbonden mil dem Halbteiterelemeni verwendet wird, 
sich das nahifbrmige Bondemittel zwischen der geaiztcn ro- 
ts hen Oberflache und dem Halbleiierelement ablest. 

Wie vorstehend beschrieben kann bei Verwendung einer 
Mehrschichi-Leiterplat.te als Verdrahiungsteil eine groBerc 
Anzahl von Eingangs-/Ausgangsanschliisscn cincs Halblei- 
terelements (Halbleiterelementclektrcden) und einer klcincr 
20 Unterteilungsbreite hinsichtlich der GroBe verwirklicht wer- 
den. Jedoch erfordern das Durchgangsloch und das Blind- 
toch, die in unterschiedlichen Schichten ausgebildete unter- 
schiediiche Vcrdrahtungen verbinden, einen Bohrvorgang. 
Folglich tritt das Problem auf. daB die Kosten der Halblei- 
25 lervorrichtung durch die Beschiidigung des Bohrens, die 
Reinigung der gebohrten Oberflachen, den Schutz der Lei- 
terplatte vor Schneideoi fur das Bohrert und vor Bchrspanen 
und dergleichen erhohi. werden. 

Demgegenuber ist bei der Verwendung eines Leiterrah- 
30 mens als Verdrahiungsteil eine Tcchnik vorgeschlagen wor- 
den, die die Leiterunterteilungsbreite verkieinert, jedoch ist 
fur die AuBenelckuoden der Halbleitervomchtung keine 
Technik vorgeschlagen. Deshalb ist. ein Vcrdrahtungsab- 
stand, der derselbc oder groBer wie der herkommliche ist, 
.IS zwischen den ersten Elektrodenabschnitten mit kleiner Un- 
terteilungsbreite und den zweiten Elektrodenabschnitten 
(AuBenelektrodcn) mil. der groBen Unterteilungsbreite er- 
forderlich. Zusatzlich tritt das Problem auf, daB eine groSe 
Unterteilungsbreite und ein groBer Bereich zur Ausbildung 
40 eines Lotanschlusses oder dergleichen erforderlich ist. wes- 
halb es folglich unmoglich isi. cine vcrklcincrtc Haibleiicr- 
vorrichtung zu erhalten. 

Daher liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, diese 
Problemc zu losen und einen Aufbau zur Verkleinerung des 
45 Verdrahtungsabstands. die bis her nur durch Verwendung ei- 
ner Mehrschicht-Leiterplatte verwirklicht wurde, durch Ver- 
wendung eines Leiterrahmens und Verdrahtungsteils zu vcr- 
wirklichen, durch den der Leiterrahmen aufgebaut ist. Dabci 
soli ein Verdrahiungsteil. das cine groBere Anzaiil und eine 
50 kleinere Unterteilungsbreite der Siifte der Eingangs-/Aus- 
gangsanschlusse eines Halbleiterelements erreichen sowie 
die Verkleinerung und Kostenverringerung der Haibleiter- 
vorrichtung erreichen kann, sowie einen Leiterrahmen mil 
einem derarugen Verdrahiungsteil geschaffen werden. 
55 Diese Aufgabe wird durch die in den beigetugten Patent- 
anspriichen dargelegien MaBnahmen gelost. 

ErfindungsgcmaB wird ein Verdrahiungsteil geschaffen, 
das durch einen ersten Elektrodenabschnitt, dcr mit einer an 
einer Oberflache eincs Halbleiterelements ausgebildeten 
60 Elektrode elektrisch verbunden isu einen zweiten Elektro- 
denabschnitt, der mit einer an einer exiemen Schaltung aus- 
gebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einen 
Verdrahtungsabschniu gekennzeichnet isu der den ersten 
Elektrodenabschnitt mit dem zweiten Elekirodenabschniii 
65 vcrbindct, wobei dcr crstc Elcktrodcnabschniiu dcr zweite 
Elektrodenabschnitt und der Verdrahtungsabschniu aus ei- 
nem plattenformigen leitenden Kbrper ausgebiidet sind und 
die Dicke des Verdrahtungsabschniits nichi dicker als halb 
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so dick wic dcr ersic lilckirodcnabschnitt odcr der zweite 
Ulektrodcnabschniii ausgefiihri ist. 

Dcr Verdrahtungsabschnitt kann an ciner Oberfiiichc des 
plalicntomngcn leitenden Korpcrs vorgeschen scin. 

AuBerdem konncn die Verdrahtungsabschnitte vcrstreui 
an bcidcn Oberflachcn dcs plattenformigen leitenden Kor- 
pcrs angeordnct scin. 

Die Dicke dcs ersien Elckirodenabschnius und die Dickc 
des zweiten Elckurodenabschnius konncn dieselbc wie die 
des plaucnformigen leiiendcn Korpcrs scin. 

Wcitcrhin kann die Dicke cntweder dcs ersten Elektro- 
denabschnitts oder des zweiten Elekirodenabschnius die- 
selbe wie die des platientormigen Korpcrs scin. wobci die 
Dicke dcs anderen nicht niehr als die Rattle der des platten- 
formigen leitenden Korpers betragen kann. 

Daruberhinaus kann der erste Elektrodcnabschniu. odcr 
der zweite Hekirodenabschnitu deren Dicke nichi mehr als 
die Halite dcs plaucnformigen leitenden Korpcrs bctragu 
geprcBt. werden, um deren Oberfiachen eben auszufuhren. 

ErfindungsgemaB wird auBerdem ein Vcrdrahiungsteil 
geschaffen, das durch einen ersien Elektrodenabschniu, dcr 
mil einer an einer Oberfiache eines Halbleiterelements aus- 
gebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist., einen zweiten 
ElekLrodenabschniu, der mil einer an einer externen Schal- 
lung ausgebildeten Elektrode clekirisch verbunden isu einen 
VerdrahtungsabschnitU der den erstcn Elektrodenabschniti 
mil dem zweiier. EIekirodenabschp.it! verbindeu und einen 
Verbindungsabscbnilt gekennzeichnei ist. dcr bei einem Teil 
des Verdrahiungsabschnitts zur Verbindung des Verdrah- 
lungsabschnius ausgebildet isu wobei der erste Eleklroden- 
abschnim der zweite Eleklrodenabschnim der Verdrah- 
tungsabschnitt und der Verbindungsabschniu aus einem 
plaucnformigen leitenden Korper ausgebildet sind und je- 
weils die Dicke des ersten Elekirodenabschnius, des zwei- 
ten Elektrodenabschnitts und des Verdrahiungsabschnitts 
nicht groBer als die Halfte der Dicke des Verbindungsab- 
schniils ausgefiihrt. ist. 

Der Verbindungsabschniu kann ein Abschniti sein^ bet 
dem der Verdrahtungsabschnitt und entweder der erste Elek- 
trodenabschniu oder der zweite Elektrodenabschniti, der 
breiter als der Verdrahlungsabschniu isu sich gegenscitig 
uberlappen. 

AuBerdem konnen die Verbindungsabschnitte. die entwe- 
der den ersten Elektrode nabschnitt oder den zweiien Elek- 
trodenabschniti aufweisen und an benachbarten Verdrah- 
tungsabschnitt en ausgebildet sind, derart angeordnet wer- 
den, daB sie nicht nebeneinander ausgerichiel sind. 

Der Verdrahiungsabschmtt kann aus dem plattenformigen 
leitenden Korper durch Atzen ausgebildet werden. 

Zumindest eine Oberfiache des ersten Elektrodenab- 
schnitts oder des zweiten Elektrodenabschnitts kann nicht 
dem Atzvorgang unterzogen worden sein. 

Dcr Leiterrahmen gemaB der Erfindung ist mil einer Viel- 
zahl von Verdrahtungsteilen verse hen. 

Die Erfindung wird nachstehend anhand von Ausfuh- 
rungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beiliegende 
Zeichnung naher beschrieben. Es zcigen; 

Fig. 1 eine Schnittansicht eines Leiterrahmens gemaB ei- 
nem ersien Ausfuhrungsbei spiel. 

Fig. 2 eine Draufsicht des Leiterrahmens gemaB dem er- 
sten Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 3 eine Schniuansichi des Leiierrahmens gemaB dem 
ersten Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 4 eine Schniuansicht des Leiierrahmens gemaB dem 
ersten Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 5 eine Schniuansicht eines Leiters des Leiterrahmens 
gemaB dem ersten Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 6 eine Schniuansicht des Leiiers des Leiterrahmens 



gemaB dent ersien Ausl'uhrungsbcispicl, 

Fig. 7 cine Schnittansicht eines Leiiers eines Leiierrah- 
mens gemaB einem zweiten Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 8 eine Schniuansicht dcs Toilers dcs T AMtcrrahmcns 
5 gemaB dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 9 eine Schnittansicht eines Leiters eines Leiterrah- 
mens gemaB einem driu.cn Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 10 eine Schniuansicht des Leiiers des Leiterrahmens 
gemaB dent driiten Ausfuhrungsbeispiel, 
to Fig. 1 1 eine Schnittansicht eines Leiters eines Leiterrah- 
mens gemaB einem vicrten Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 12 eine Sciienansichi dcs Leiiers des Leiierrahmens 
gemaB dem viertcn Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 1 3 eine Draufsicht eines Leiters eines Leiterrahmens 
15 gemaB einem funfien Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 14 eine Seiienansichl dcs Leiters des Leiterrahmens 
gemaB dem funfien Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 15 cine Draufsicht dcs Leiters dcs Leiterrahmens ge- 
maB dem funfien Ausfuhrungsbeispiel, 
20 Fig. 16 eine seiiliche Schniuansicht eines Leiterrahmens 
gemaB einem sechsten Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 17 eine Ansicht eines Leiters des Leiterrahmens ge- 
maB dem sechsten Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 18 eine Ansicht des Leiters des Leiierrahmens gemaB 
25 dem sechsten Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 19 eine Draufsicht eines Leiterrahmens gemaB einem 
siebten Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 20 eine Schnittansicht dcs Leiterrahmens gemaB dem 
siebten Ausfuhrungsbeispiel, 
30 Fig. 21 eine perspektivische Ansicht eines zweiten Elek- 
irodenabschnius des Leiterrahmens gemaB dem siebten 
Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung, 

Fig. 22 eine Schniuansicht einer mit Harz vergossenen 
Halbleitervorrichtung, bei der ein Haibleiterelement. an ei- 
:W ner herkommlichen gedruckten Leiierplatte angebrachl isu 
Fig. 23 eine Schnittansicht einer anderen mit Harz ver- 
gossenen Halbleitervorrichtung, bei der ein Haibleiterele- 
ment an einer herkommlichen gedruckten Leiierplatte ange- 
brachl isi, 

40 Fig. 24 eine Schnittansicht einer mil Harz vergossenen 
Haibleiiervot-richtung, bei der ein herkommlicher Leiterrah- 
men angewendet ist. 

Fig. 25 eine Schnittansicht eines herkommlichen Leiter- 
rahmens, 

45 Fig. 26 eine Schniuansicht, die einen Vorgang zur Ausbil- 
dung eines anderen herkommlichen Leiterrahmens darstellu 
Fig. 27 eine Schniuansicht eines anderen herkommlichen 
Leiierrahmens und 

Fig. 28 eine Schnitiansichu die einen Vorgang zur Ausbil- 
50 dung eines anderen herkommlichen Leiterrahmens darstellu 



Erstes Ausfuhrungsbeispiel 

Nachstehend ist ein Leiterrahmen gemaB dem ersten Aus- 
55 ruhrungsbeispiel unier Bczug auf die Zeichnung beschne- 
ben. . 

Fig. 1 zeigt eine Schnittansichu die den Aufbau dcs Lei- 
ierrahmens gemaB dieser Erfindung darstellu wobei Fig. 2 
eine schematische Draufsicht des Leiterrahmens zeigu Bei 
60 diesen Darstellungen bezeichnet die Bezugszahl 1 eine lei- 
tende Metallplatie (ein Leiterrahmenmaterial), 2 einen Ver- 
drahtungsabschnitt des Leiterrahmens, 4 einen ersten Elek- 
trodenabschniti 4, der elektrisch iiber einen diinnen Metall- 
draht odcr dergleichen mil einer an der Oberfiache des Halb- 
65 Icitcrclcmcnts 8 ausgcbildctcn Elektrode 9 elektrisch ver- 
bunden isu S einen zweiten Elektrodenabschniti 5, bei dem 
es sich um eine mit einen exiemcn AnschluB 14 elektrisch 
verbundene AuBenelekirode der Halbleitervorrichtung han- 
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dclt. die aus eincm IxjtanschluB hcrgcstclli isi. 15 cin Vcr- 
«>uGharz. 20 ein Bcfcsiigungspialtchen. an das das Halblei- 
fercleiueni X angebracht isi. 101 cine Fuhrungsstange und 
102 einen T ^iicrrahmen. 

Fig. 3 zeigt eine Schnittansichu die den Hcrsiellungsvor- 
gang des Lei tcrrah mens gemaB dein Ausfuhrungsbeispiel 
darsielli. Bei dieser Darsiellung bezeichnet die Bczugszahl 
3 Atzmasken. T die Dickc dcr leiiendcn Metallplaiie 1, Tl 
die von der Oberflache (ruckwartigen Oberflache) der lei- 
iendcn Metallplatte 1 geatzte Dicke, an der die Verdrah- 
lungsabschniue 2 nicht ausgebildct. sind. T2 die Dicke dcr 
Verdrahtungsabschnitte. die durch Atzen dunner ausgefiihrt 
werden. Ml cin Maskicrungsmusier der Atzmaske 3 zur 
Ausbildung der Verdrahtungsabschnitte 2 und M2 eine 0 ti- 
ming der Atzmaske 3 zur Ausbildung des Abstands zwi- 
schen den Verdrahiungsabschnitten 2. Das Bczugszcichen 
Wl bezeichnet die Breite eines durch das Maskierungsmu- 
stcr Ml ausgcbildctcn mittlcrcn Abschniits des .Vcrdrah- 
i.ungsabschnitts2 in derRkhtung der Dicke, wobci lediglich 
aufgrund der geatzten Seiien die Dicke kleiner als das Mas- 
kierungsmuster Ml isL Das Bezugszeichen W2 bezeichnei 
den Abstand zwischen den durch Atzen ausgebildeten Ver- 
drahtungsabschnitien 2, wobei der Abstand lediglich auf- 
grund der geatzten Seiten groBer als die OrTnung M2 ist. Die 
Bezugzeichen A und B be^eichnen Alzgrenzflachen, die die 
Mustergrenzfliichen an den durch Atien von der unieren 
Oberflache des Vcrdrahtungsabschnitis 2, das heiBt von den 
von der ruckwartigen Oberflache der leitenden Metal Iplaue 
1 ausgebildeten Oberflachen sind. Der Leiterrahmen wird 
durch Ausbildung der Atzmasken 3 miteinem vorbestimm- 
len Muster an beiden Oberflachen der leitenden Metallplatie 
1 erhalten. wobei das Atzen an beiden Oberflachen gleich- 
zeitig gestartct wird, das Atzen ausgesetzt. wird, wenn die 
leiiende Metallplatte 1 leilweise durchdrungen ist und die 
vorbestimmlen Atzenden A und b erhalten werden, und 
schlieBlich die Atzmasken 3 entfemt werden. Dabei wird die 
Atztiefe Tl von der ruckwartigen Oberflache groBer als die 
Halfie der Dicke T der leitenden Metallplatte 1 und die 
Dicke T2 der Verdrahtungsabschnitte 2 kleiner als die Halfie 
dcr Dicke T der leitenden Metallplatte 1. 

GemaB Fig. 3 sind die Verdrahtungsabschnitte 2 lediglich 
an einer Seite der leitenden Metallplatte 1 vorgesehen, je- 
doch konnen wie in Fig. 4 gezeigt die Verdrahtungsab- 
schnitte 2a und die Verdrahtungsabschnitte 2 jeweils ab- 
wechselnd auf der ersten und der zweiten Seite der leitenden 
Metallplatte 1 vorgesehen werden, wodurch weiter die Lei- 
terunterteilungsbreite verringert wird. GemaB dieser Dar- 
stellung bezeichnet die Bezugszahl 2a Verdrahtungsab- 
schnitte fur die ersie Seite der leitenden Metallplatte 1. 2b 
Verdrahtungsabschnitte fur die zweite Seite der leitenden 
Meiallplane 1, M3 eine Offnung fur die Atzmasken 3 zur 
Ausbildung des Abstands zwischen den Verdrahtungsab- 
schnitten 2a odcr zwischen den Verdrahtungsabschnitien 2b, 
die an unierschiedlichen Seiien der leitenden Metallplatte 1 
ausgebildet sind. 

Fig. 5 und 6 zeigen Schnittansichten eines Leiters des 
Leiterrahmens gernaB diesem Ausfuhrungsbeispiel. Da 
beide Oberflachen des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des 
zweiten Elektrodenabschnitts 5 mit den Atzmasken 3 wah- 
rend des Atzvorgangs bedeckt sind, weisen sowohl der ersle 
Elektrodenabschnitt 4 als auch der zweite Elektrodenab- 
schnitt 5 dieselbe Dicke wie die leiiende Metallplatte 1 auf. 
Obwohl eine Seite des den ersten Elektrodenabschnitt 4 mil 
dem zweiten Elektrodenabschnitt 5 verbindenden Verdrah- 
lungsabschniits 2 mil dcr Atzmaske 3 wahrend des Atzvor- 
gangs bedeckt ist, wird das Atzen von der anderen Seite 
durchgefuhrt. Deshalb wird der Verdrahtungsabschnitl 2 
dunner als der crste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite 



Elektrodcnabschniii 5 ausgefiihrt. 

Kij4- 5 zcigi den Fall, bei* dem die Verbindungsoherilachcn 
(AnschluBobcrllachen) 4a und 5a des ersten Elekirodcnab- 
schnilts 4 und des zweiten HleWirodenabschnitis 5 an denscl- 
5 ben Seiien der leitenden Metallplatte 1 ausgcbildci sind. wo- 
hingegen F\y>. 6 den Fail zeigt. bei dem die Vcrbindungs- 
oberffachen 4a und 4b an unierschiedlichen Scitcn dcr lei- 
tenden Metallplatie 1 angeordnei sind. Da beidc Seiien des 
ersten Elektrodenabschnitis 4 und des zweiten Elekuodcn- 
10 abschniits 5 nicht. geatzte cbene Oberflachen der leiiendcn 
Metallplatie 1 sind, wirdkein Problem bcim Bonden verur- 
sacht. Deshalb konnen die Verbindungsobertlachen des er- 
sten Elektrodenabschnitts 4 und des zweiten Elektrodenab- 
schnitts 5 wie gewunscht ausgcwahli werden. 
15 Bei dem Leiterrahmen gernaB diesem Ausfuhrungsbei- 
spiel wird ein Atzen von beiden Seiten der leitenden Metall- 
platte 1 durchgefuhrt. wodurch die Verdrahtungsabschnitte 
2 nicht dicker als die Halfie dcr Dickc dcr leitenden Meiall- 
plaite 1 ausgefiihrt werden. Folglich kann das Atzen unter 
20 den Bedingungen durchgefuhrt werden, daB der Abstand 
W2 zischen den Verdrahtungsabschnitien 2 oder der Ab- 
stand W3 zwischen den Verdrahtungsabschnitien 2a und 2b 
derselbc wie die Dicke T2 der Verdrahtungsabschnitte 2. 2a 
und 2b ist. Folglich kann. selbst wenn die Leiierumenei- 
25 lungsbreite doppell so dick ausgeluhrt wird, wie die Dicke 
T2 nonnalerweise isU diese kleiner als die Dickie T der lei- 
tenden Metallplatte 1 sein. 

GemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel konnen die zweiten 
Elektrodenabschnitte 5 an der Innenseile der ersten Elektro- 
30 denabschnitte 4, das heiBt an der Riickseiic des an dem Be- 
fesiigungsplattchen 20 angebrachten Halbleiterelements 8 
angeordnei werden. Folglich kann cine verkleinerte Halbiei- 
tervorricht.ung erli alien werden. 

AuBerdem kann der Vorgang unter den Bedingungen 
35 durchgefuhrt werden, daB der Abstand zwischen den Ver- 
drahtungsabschnitien 2 etwa genauso groB ist wie die Dicke 
T2 der Verdrahtungsabschnitte 2, indent die Dicke T2 der 
Verdrahtungsabschnitte 2 dunner ausgefiihrt. wird. Deshalb 
kann die Leiterunierieilungsbreiie verkurzt werden, wobei 
40 eine Feinverdrahtung moglieh wird. Zusaizlich kann. wenn 
die Verdrahiungsabschniue 2a der ersten Seite der leitenden 
Metallplatte 1 und die Verdrahtungsabschnitte 2b der zwei- 
ten Seite der leitenden Metallplatie 1 abwechselnd angeord- 
nei werden, der Abstand W3 zwischen benachbartcn an un- 
45 terschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte 1 ausgebil- 
deten Verdrahiungsabschnitien 2a und 2b kleiner als der Ab- 
stand W2 der Verdrahtungsabschnitte 2 ausgefiihrt werden, 
wobei folglich die LeiierunLeneilungsbreite weiter vcrklci- 
nen werden kann. AuBerdem konnen die Verbindungsober- 
50 flachen der ersten Elektrodenabschnitte 4 und der zweiten 
Elektrodenabschnitte 5 derart wie gewunscht besiimmt wer- 
den. daB die Flexibility der Anordnung der Halbleiterele- 
menLelektroden und der AuBcnclektroden der Halbleitervor- 
richtung erhoht wird. 

55 

Zweites Ausfuhrungsbeispiel 



GemaB dem ersten Ausfuhrungsbeispiel weisen die ersLen 
Elektrodenabschnitte 4 und die zweiten Elekirodcnab- 

60 schnitte 5 dieselbe Dicke wie die leiiende Metallplatte 1 auf. 
Jedoch kann wie in Fig. 7 und 8 gezeigt der Abstand zwi- 
schen den zweiten Elektrodenabschnitten 5 in derselben 
Weise wie die Verdrahtungsabschnitte 2 durch cine dunncrc 
Ausfuhrung dcr zweiie Elektrodenabschnitte 5 mittels Atzen 

65 von cincr Scitc bei dem Atzvorgang vcrklcincrt werden. 

GemaB Fig. 7 isi die Verbindungsoberflache 5a des zwei- 
ten Elektrodenabschnitts 5 an dcr Seite vorgesehen, die 
nicht geatzt wird. Jedoch kann wie in Fig. 8 gezeigt, wenn es 
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erforderlich isi. die Verbindungsoberflache 5a des zweitcn 
Elcktrodenabschnius 5 an der geaizien Sciic vorzusehen. die 
Verbindungsoberflache durch Anwcndcn eines Presscns an 
den i zweiien Elektrodcnahschniti 5 ehen ausgefiihrt wcrricn. 
was herkommlich ausgefiihrt wurdc. urn ein Leiicrende eben 5 
auszufiihren, ohne das ein Problem beim Bondcn vcrursacht. 
wird. Jcdoch wird, falls der zweite Elcklrodenabschniu 5 
durch Pressen diinncr ausgetuhn wird. wenn der zweite 
Elektrodenabschniu 5 eine Dicke Tl. eine Leiierbreite Wl 
und eine VerringcrungsgroBc AT2 aufweisu AT2 gleich e to 
T2, wobei die erhohtc Leiierbreite gleich v x (AT2/T2) x 
(Wl) wird. was anzeigt. daB der Leitcrabsiand lediglich auf- 
grund der erholiten Leiierbreite kieiner wird. Dcshalb solhe 
der PreBvorgang. urn den zweiien Elektrodenabschniu 5 
diinner auszufiihren. nur soweit durchgefiihrt werden. urn 15 
die roh geatzte Oberflache eben auszufuhren. 

GemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel kann der Abstand 
zwischen den zweitcn Elckirodcnabschniiicn 5 klcincr aus- 
gefiihrt werden, indem der zweite Elektrodenabschniu 5 
diinner ausgetuhn wird. Folglich kann eine verkleinene 20 
Halbleitervorrichtung erh alien werden. 

Drittes Ausfuhrungsbeispiel 

GemaB dem zweiien Ausfuhrungsbeispiel sind die zwei- 25 
ren Elekirodenabschnittc 5 diinner ausgefiihrt. Jedoch kann 
der Abstand zwischen den erstcn Elektrodenabschniiien 4 
kieiner ausgetuhn. werden. indem die ersien Elektiodenab- 
schnitie 4 wie die Verdrahtungsabschniue 2 durch Atzen 
von einer Seite bei dem Atzvorgang diinner ausgetuhn wer- 30 
den. 

OemaB Fig. 9 ist die Verbindungsoberflache 4a des ersien 
Elckirodenabschnitis 4 ail der Seile vorgeseheo, die niciit 
gcaizt wurde. Jedoch kann wie in Fig. 10 gezcigt. wenn es 
erforderlich ist, die Verbindungsoberflache 4a des ersten 35 
ElekirodenabschnitLs 4 an der geaizien Seile vorzusehen, die 
Verbindungsoberflache durch einen PreBvorgang in dersel- 
ben Weise wie gemaB dem zwei ten Ausfuhrungsbeispie l 
eben ausgetuhn. werden, ohne daB ein Problem beim Bon- 



den verursacht wird. 40 

GemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel kann der Abstand 
zwischen den Elektroden kieiner ausgefiihrt werden, indem 
die ersten Elektrodenabschnitte 4 diinner ausgetuhn wer- 
den. Folglich kann gemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel dem 
Wunsch nach einer groBen Anzahl von Stiflen (Anschlus- 45 
sen, Elektroden) und einer kurzeren Unteneilungsbreite bei 
dem Halbleiterelement entsprochen werden. 



schniue auBer dem Vcrbindungsabschnilt 6 des Letters 
durch Aizcn von einer Seite dunncr ausgetuhn, was cine 
Fcinvcrdrahiung emiogliehi. Wie in Fig. 12 gezeigt emiog- 
licht die Vcrwcndung des Verhinrfungsahschnins 6 ein An- 
ordnen des ersien Elekixodenabschnills 4 und des Verdrah- 
lungsabschnius 2a an der ersten Seile der leitenden Metall- 
plaue 1 so wie cin Anordnen des zweiien Elektrodenab- 
schnitts 5 und des Verdrahiungsabschnius 2b an der zweiien 
Seiie der leitenden Metallplaue 1, wodurch eine dreidimen- 
sional vcrteilte Anordnung erreichi wird. Folglich kann eine 
Verdrahtung mil einer hoheren Dichte verwirklichi und eine 
verkleinene Halbleitervorrichtung erreichi werden. 

Funfies Ausfuhrungsbeispiel 

GemaB dem vierten Ausfulirungsbeispiel sind der erste 
Elektrodenabschniu 4, der zweiie Elektrodenabschniu 5 und 
die Vcrdrahiungsabschniuc 2a und 2b in einer Gcradcn an- 
geordnet. Jedoch konnen wie in Fig. 13 bis 15 gezeigt die er- 
sien Elekirodenabschniu 4 und die zweiien Elekirodenab- 
schniil 5 an jeder bcliebigen Position durch Anordnen der 
die ersien Eleklrodenabschnitte 4 und die zweiten Elekiro- 
denabschniu 5 verbindenden Verdrahlungsabschniite 2a und 
2b deraru daB sich die Rjchtung der Verdrahtungsabschniue 
2a und 2b in der Mitie um einen rechten Winkel anderl. 
Folglich kann die Flexibility der Anordnung der Halbleiter- 
elerneritdeku-cden und der Ajj Ben elektroden der Halbleiter- 
vorrichtung erhoht werden. was eine weiiere Vcrkleinerung 
der Halbleitervorrichtung ermoglicht. 

Fig. 13 und 14 zeigen eine Draufsiehi und eine Seilenan- 
sicht eines Leiiers. der anwendbar ist, wenn der erste Elek- 
trodenabschniu 4, der zweite Elektrodenabschniu 5 und die 
Verdrahtungsabschniue 2a und 2b nicht geradlinig verlau- 
fen. Fig. 15 zeigteine perspektivische Ansicht eines Leiters, 
der anwendbar ist. wenn es erforderlich ist, die Verdrah- 
tungsabschniue 2a und 2b mil einem rechten Winkel anzu- 
ordnen. 

GemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel konnen der erste 
Elektrodenabschniu 4 und der zweite Elektrodenabschniu 5 
derm in jeder beliebigcn Lage angeordnct werden, daB die 
Flexibiliiat der Anordnung der Halbleiterelememelektroden 
und der AuBenelekiroden der Halbleitervorrichtung erhoht 
wird. was eine weitere Vcrkleinerung der Halbleitervorrich- 
lung ennogliehi. 



Viert.es Ausfuhrungsbeispiel 



50 



Fig. 11 und 12 zeigen eine Draufsicht und eine Seitenan- 
sicht eines Leiters des Leiterrahmen gemaB dem vienen 
Ausfuhrungsbeispiel. GemaB diesen Darstellungen bezeich- 
nen die Bezugszahlen 2a und 2b Verdrahtungsabschniue, 
die durch Atzen von einer Seite bei Ausbildung des Letter- 55 
rahmens diinner ausgefiihrt worden sind. Dabci bezeichnet. 
die Bezugszahl 2a einen an der ersten Seite der leitenden 
Metallplaue 1 ausgebildeten Verdrahtungsabschnitt und 2b 
einen an der zweiten Seite der leitenden Metallplaue 1 aus- 
gebildeten Verdrahtungsabschniit. Die Bezugszahl 4 be- 60 
zeichnet einen ersten Elektrodenabschniu und 5 einen zwei- 
ten Eleku-odenabschniu, wobei beide diinner ausgefiihrt 
sind. Die Bezugszahl 6 bezeichnet einen Verbindungsab- 
schnitt zwischen dem Verdrahtungsabschnitt 2a an der er- 
stcn Scitc und dem Vcrdrahtungsabschnitl 2b an der zweitcn 65 
Seite, der bei Ausbildung des Leiterrahmens nichi geatzt 
wird, da beide Seiten mil Atzmasken bedeckt sind. 

GemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel werden die Ab- 



Sechsies Ausfuhrungsbeispiel 

Fig. 16 zeigi eine Schmttansicht eines Leiterrahmens ge- 
maB dem sechsten Ausfuhrungsbeispiel wobei Fig. 17 und 
18 eine Draufsicht und eine Seitenansicht eines Leiters des 
in Fig. 16 gezeigten Leiterrahmens darstellen. Da die Be- 
zugszahlen bei diesen Darstellungen dieselben Bauelemente 
wie die gemaB Fig. 1 bezeichnen, enlfallt deren Beschrei- 
bung. 

Wenn der erste Elektrodenabschniu 4 und der zweite 
Elekirodenabschniu 5 wie in Fig. 16 gezeigt nahe aneinan- 
der liegen, kann zur Verdrahtung ein wie in Fig. 17 und 18 
gezeigter U-formiger Leiter verwendet werden, wodurch 
eine verkleinerte Halbleitervorrichtung erhalten wird. 

Siebtes Ausfuhrungsbeispiel 

Fig. 19 zeigt eine Draufsicht eines Leiierrahmens gemaB 
dem siebten Ausfuhrungsbeispiel, wobei Fig. 20 eine ent- 
lang der Linic C-C genommcne Schnittansicht und Fig. -0 
eine perspektivische Ansicht des zweiten Elektrodenab- 
schnius 5 zeigen. Die Verdrahtungsabschniue 2 sind an der 
zweiten Seite des Leiterrahmenmaierials und die zweiien 
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Hlckirodenabschniue 5 an dcsscn crsier Sci:c ausgcbildci. 
Bei dem Abschnitt. an dcm cin Vcrcrahtungsabschniti 2 und 
cin zwciier Eicktrodcnabschnili 5 sich uberlappen. isi an dcr 
ersien Seiie durch Al/.cn cin Krcis gcnmsicri. dcr die l : onu 
dcs zweiten Eickirodcnabschnius 5 isi. wohingegen der Vcr- 5 
drahiungsabschniit bzw. das Verdrahtungsmusier an der 
zweiten Seiie durch Aizen ausgcbildci isi. Hinsichtlich dcr 
andcrcn Punkic isi dcr Aufbau geuiiiB dicsein Ausfuhrungs- 
bcispiel wie gemaBdeni vicnen AusfiihrungsbeispieU wobci 
gcmaB di esc in Ausfuhrungsbeispiei ein Fall dargesielli isi, 10 
bei dcm dor zweiie Eickirodcnabschniti 5 an dem in Fig. 1 1 
gezcigtcn Verbindungsabschniu 6 ausgebildct isi. 

GemaR dicsein Ausfuhrungsbeispiei sind die Verdrah- 
iungsabschniue 2 und die zweiten Elektrodenabschnitte 5, 
die brciter als die Verdrahiungsabschniue 2 sind, an voncin- 15 
andcr unierschicdlichcn Seiten ausgebildet. wobei zumin- 
desi ein Verdrahtungsabschnift 2 zwischen benachbarten 
zweiten Elcktrodcnabschnii.tcn 5 ausgcbildci ist, damil die 
brcii.cn zweiten Elektrodenabschnitte 5 nichi ncbeneinander 
in einer Reihc ausgcbildei sind. FoLglich besleht keine Not- 20 
wendigkeii, den Abstand zwischen den Verdrahtungsab- 
schnitten 2 zur Ausbiidung der zweiten Elektrodenab- 
schnitte 5 zu verbreitem, was eine Verdrahtung mil einer ho- 
heren Dichte und eine verkleinerte Halbleitervorrichtung er- 
reichi. 25 

Achtes A u sf ij h ru n g g be: g pic i 

GemaB dein siebien Ausfuhrungsbeispiei sind die zweiten 
Elektrodenabschnitte 5 und die Verdrahiungsabschniue 2 30 
iiberlappt. Jedoch konnen die Halbleiierelcmentelektrodcn 
eine kleiner Unierteilungsbreite autweisen, indem die ersten 
Elektrodenabsdinitie 4 und die Verdrahiungsabschniue 2 an 
unLerschiedlichen Seiien ausgebildet werden und ein Ver- 
drahtungsabschniu.2 zwischen benachbarten ersten Elektro- 35 
denabschnitten 4 derail angeordner wird. daB die ersten 
Elektrodenabschnitie 4 nichi in einer Linie seitlich angcord- 
net sind. 

Wie vorstchend beschrieben kann gemafi den Ausftih- 
rungsbeispielen eine Feinverdrahtung erreichl werden, in- 40 
dem die Dickc dcs Lc iters als Verdrahtungstei! zur eleklri- 
schen Verbindung der Halbleiterelementelekuroden mit den 
Au Bene lektrodcn der Halbleitervorrichtung nicht dicker als 
die Halfte der crforderlichen Dicke des Leiterrahmenmateri- 
als ausgefuhrt wird, AuBerdem kann durch Verwendung ei- 45 
nes Leiierrahmcns, der die an beiden Seiten des Leiterrah- 
men mate rials angeordneten Verdrahtungs- und Elektroden- 
abschnitte aufweist, ein Halbleitereleraeni mit einer groBe- 
ren Anzahl von Stiften und einer kleineren Unterteilungs- 
breite erreicht werden. Zusatzlich kann durch Anordnung 50 
der AuBenelektroden an der ruckwartigen Seite der Halblei- 
terelemente eine kleiner Halbleitervorrichtung mil. niedrige- 
ren Kosten erreicht werden, 

Wie der vorstehend Beschreibung zu entnehmen ist, wird 
ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektrodenabschnitt 55 
4, der mil einer an einer Oberfl ache eines Halbleiterelements 
8 ausgebildetcn Elektrode elektrisch verbunden isi, einem 
zweiten Elektrodcnabschniti 5, der mit einer an einer exter- 
nen Schaltung ausgebiideten Elektrode elektrisch verbun- 
den ist. und einem Verdrahtungsabschnitt 2 geschaffen, der 60 
den crste Elektrodenabschnitt 4 mit dem zweiten Elektro- 
denabschnitt 5. Der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweitc 
Elektrodenabschnitt 5 und der Verdrahtungsabschnitt 2 sind 
aus einem plattenfonnigen leitenden KoYper 1 ausgebildet. 
wobci die Dickc dcs Verdrahtung sabschnitis 2 nichi groBcr 65 
als die Halfte der Dicke des ersten Elektrodenabschnitts 4 
oder des zweiten Elektrodenabschniits 5 ausgefuhrt ist. Eine 
Feinverdrahtung kann dadurch erreicht werden, indem der 
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Leiier ais Verdrahiungsieil zur clckirischcn Verbindung dcr 
Halhteiierelomenielekiroden 9 mil den AuBenelektroden dcr 
Halbleitervorrichiung nichi groBcr als die Halt'le dcr crfor- 
derlichen Dickc dcs T^ciierrahmenniatcrials ausgeftihn wird. 

Pal em anspruche 

1. Verdrahiungsieil. gekennzeichnet durch 
eincn ersien Elekirodenabschniu (4), dcr mil einer an 
einer Oberfiache eines Halbleiterelements (S) ausgebil- 
detcn Elektrode (9) elektrisch verbunden isi, cincn 
zweiten Elektrodenabschnitt (5). der mit einer an einer 
externen Schaltung ausgebiideten Elektrode elekirisch 
verbunden ist, und einen Verdrahtungsabschniu (2), dcr 
den ersien Elektrodcnabschniti (4) mil. dcm zwciicn 
Elektrodenabschnitt (5) vcrbindet, 
wobei der erste Elekirodenabschniu (4). der zweiie 
Elektrodcnabschniti (5) und dcr Vcrdrahiungsabschniu 
(2) aus einem platienfbrmigen leitenden Korper (1) 
ausgebildet sind und die Dicke des Verdrahtungsab- 
schnitts (2) nicht dicker als halb so dick wie der ersie 
Elektrodenabschnitt (4) oder der zweiie Elektrodenab- 
schnitt (5) ausgefuhrt ist. 

2. Verdrahtungsteil nach Anspruch 1 , dadurch gekenn- 
zeichneu daB der Verdrahtungsabschnitt (2) an einer 
Oberfiache des plattenfonnigen leitenden Korpcrs (1) 
verge sc hen ist. 

3. Verdrahtungsteil nach Anspruch 3 . dadurch gekenn- 
zeichnei, daB die Verdrahtungsabschnitte (2) verstreui 
an beiden Oberflachen des platienformigen leitenden 
Korpers (1) angeordnet sind. 

4. Verdrahtungsteil nach einem der Anspruche 1 , da- 
durch gekennzeichnet, daB die Dicke des ersten Elek- 
trodenabschnitts (4) und die Dicke des zweiten Elek- 
trodenabschnitts (5) dieselbe wie die des plattenfonni- 
gen leitenden Korpers (1) sind. 

5. Verdrahtungsteil nach einem der Anspruche 1 bis 3. 
dadurch gekennzeichnet, daB die Dicke entwedcr des 
ersten Elektrodenabschnitts (4) oder des zweiten Elek- 
trodenabschnitts (5) dieselbe wie die des plauenfonui- 
gen Korpers (1) ist. wobei die Dicke des andcrcn nicht 
mehr als die Halfte dcr des plattenfonnigen leitenden 
Korpers (1) betragt. 

6. Verdrahtungsteil nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der 
zweite Elektrodenabschnitt (5), deren Dicke nicht mehr 
als die Halfte des pi alien formi gen leitenden Korpcrs 

(1) betragt, gepreBt wird, urn deren Oberflachen eben 
auszufuhren. 

7. Verdrahtungsteil. gekennzeichnet durch 
einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der mil einer an 
einer Oberfiache eines Halbleiterelements (8) ausgebil- 
detcn Elektrode (9) elektrisch verbunden ist, eincn 
zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer 
externen Schaltung ausgebiideten Elektrode elektrisch 
verbunden ist, einen Verdrahtungsabschniu (2), der den 
ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elek- 
trode nab schniu (5) verbindet, und einen Verbindungs- 
abschniu (6), der bei einem Teil des Verdrahtungsab- 
schnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts 

(2) ausgebildct isu 

wobei der crste Elektrodenabschnitt (4), der zweite 
Elektrodenabschnitt (5), der Verdrahtungsabschnitt (2) 
und der Verbindungsabschniu (6) aus einem platienfor- 
migen leitenden Korper (1) ausgebildct sind und jc- 
weils die Dicke des ersten Elektrodenabschnitts (4), 
des zweiten Elektrodenabschnitts (5) und des Verdrah- 
tungsabschnitts (2) nicht groBcr als die Halfte dcr 
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Dicke dcs Vcrbindungsahschnius (6) ausgcfuhrt isu 

8. Verdrahiungsieil nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi dcr Verbindungsabschnitl (6) cin Ab- 
schnili isi. bci dent dcr Verdrahiungsahschnili (2) unci 
ent.weder dcr crsic Elekirodenabschniu (4) odcr dcr 5 
zweite Elekirodcnabschniii (5), dcr brciicr als dcr Ver- 
drahtungsabschnitt (2) isu sich gegensciiig uberlappcn. 

9. Verdrahiungsieil nach Anspruch 8. dadurch gekenn- 
zeichncu dati die Vcrbindungsabschniue (6), die entwe- 
dcr den erst.cn Elektrodenabschniti (4) odcr den zwei- 10 
ten Elektrodenabschnitt (5) aufweisen und an benach- 
barten Verdrahtungsabschnitien (2) ausgebildei sind. 
derart angcordnei sind. daR sic nichi nebeneinander 
ausgerichtct sind. 

10. Verdrahtungsteii nach einem der Anspruche von 1 15 
bis 9. dadurch gekennzeichnet, daB der Verdrahtungs- 
abschnitt (2) aus demplaiienlonnigen leitenden Korper 

(1) durch Atzcn ausgebildei isu 

11. Verdrahiungsieil nach einem der Anspruche 1 bis 
10, dadurch gekennzeichneu daB zumindesi eine Ober- 20 
flachc des. crsten Elekirodenabschnitts (4) odcr dcs 
zweiten Elekirodenabschnitts (5) nicht dem Atzvor- 
gang unterzogen worden isu 

12. Leiterrahmen. gekennzeichnet durch 

eine: Vielzahl von Verdrah lungs! eilen, wobei das Ver- 25 
drahtungsteil eincn ersten Elektrodenabschnitt. (4), der 
mil eincr an einer Oberflache eines Haibleiierelenienis 
(8) ausgebildei en Elektrode (9) elektrisch vcrbunden 
isu einen zweiten Elektrodenabschniti (5), der mil einer 
an einer externen SchalLung ausgebildeten Elektrode 30 
elektrisch verbunden isu und einen Verdrahtungsab- 
schnitt (2) aufweisu der den ersien Elektrodenabschnitt 
(4) mit dem zweiten Elektrodenabsehnitt (5) verbindeu 
wobei der erste Elektrodenabschnitt. (4), der zwei re 
Eiektrodenabschniu (5) und der Verdrahtungsabschniii 35 

(2) aus einem platienformigen leitenden Korper (1) 
ausgebildei sind und die Dicke des Verdrahtungsab- 
schnius (2) nicht dicker als halb so dick wie der erste 
Eiektrodenabschniu (4) oder der zweite Elektrodenab- 
schnitt (5) ausgcfuhrt ist. 40 

13. Leiterrahrnen. gekennzeichnet durch 

eine Vielzahl von Verdrahtungsteilen. wobei das Ver- 
drahtungsteii einen ersten Elektrodenabschniti (4), der 
mit einer an einer Oberflache eines Halbleiterelements 
(8) ausgebildeten Elektrode (9) elektrisch verbunden 45 
isu einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer 
an einer externen Schaitung ausgebildeten Elektrode 
elektrisch verbunden ist, einen Verdrahtungsabschnitt. 
(2), der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem 
zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindeu und einen 50 
Verbindungsabschnitl (6) aufweist, dcr bei einem Teil 
des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des 
Verdrahtungsabschnitts (2) ausgebildet isu 
wobei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite 
Elektrodenabschnitt (5), der Verdrahtungsabschnitt (2) 55 
und der Verbindungsabschnitl (6) aus einem platienfor- 
migen leitenden Korper (1) ausgebildei sind und je- 
weils die Dicke des ersten Elekirodenabschnitis (4), 
des zweiten Elektrodenabschnitts (5) und des Verdrah- 
tungsabschnitts (2) nicht. groBer als die Halfte der 60 
Dicke des Verbindungsabschnitts (6) ausgefiihrt isu 
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